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はじめに GaN ナノワイヤは非極性面である m 面を主面に持つ貫通転位フリーの微小結晶で

あり、その上にCore-Shell型 MQWを作製することで新規のLEDやレーザの実現が期待される。

この発光層へ均一に電流注入を行うための電流拡散層として低抵抗の n-GaN を用いることが有

効である。拡散層は GaN ナノワイヤを埋め込む必要があるため、本研究では、埋め込み成長の

検討を行った。なお、Core-Shell 型 MQW 活性層上への埋め込み成長を想定し、成長温度を 800℃

以下の低温に固定して検討した。 

実験・結果 本研究の埋め込み成長では、ナノワイヤを核に横方向成長を促すことが重要と考

えられる。横方向成長を促すファクタとして温度とⅤ/Ⅲ比[1]があるため、この 2 つの条件の違

いによる成長形態を調べた。その結果を図１に示す。700℃においては、Ga ドロプレットの析出

や、結晶方位の乱れた粒界が観察されたが、800℃において、それらは解消され、均一な結晶方

位が得られた。次に、Ⅴ/Ⅲ比を変化させた結果を図 2 に示す。高 V/III 比において、良好な埋め

込み形態が得られた。成長条件の更なる最適化により、完全な平坦面を形成できる可能性が示さ

れた。 
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図 2 Ⅴ/Ⅲ比の検討(SEM) 

上 633  下 2452 

図 1 成長温度の検討(SEM) 

上 700℃  下 800℃ 
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